
PHILIPS IUAF421
DIODE—PENTODE with variable mutual conductance for 
use as R.F., I.F. or A.F. amplifier 
DIODE-PENTHODE a pente variable pour 1'utilisation 
en amplificatrice H.F., M.F. ou B.F. 
DIODE—PENTODE mit veranderlicher Steiiheit zur Ver—
wendung als HF—, ZF— oder NF—YerstFrker 

Heating : indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; 
alimentation serie 

Heizung : indirect durch Wechsel—
oder Uleichstrom; 
Serienspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

a 

9a 
d 

ks f f 

Base, culot, Sockel: Rimlock 

V£ = 12,6 V 

If = 100 mA 

Capacitances Pentode section Diode section 
Capacit~s Partie penthode Partie diode 
gapazitRten Pentodenteil Diodenteil 

Ca = 5,2 pF 

CF,1 = 4,1 pF 

Cag1 < 0,002 pP 

CPlf c 0,05 pF 

Cd = 3,3 pF 

Cdf c 0,02 pF 

Between diode and pentode sections 
Entre lee parties diode et penthode 
Zwischen Dioden— and Pentodenteil 

Cdg1 c 0,0015 pF 

Cda c 0,15 pF 
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jUAF42 PHILIPS 

Operating characteristics of the pentode section as 
R.F. or I.F. amplifier 
Caracteristicues d'utilisation de la partie penthode 
en amplificatrice H.F. ou M.F. 
Betriebsdaten 
Versterker 

des Pentodenteiles als HF— oder ZF—

Va=Vb= 100 170 200 V 

Vg3 = 0 0 0 V 

Rg2 = 56 56 76 kQ 

Rg = 31u 310 310 Q 

Vg1 = .1 , 2 -16' r 2 2- 8 '-2 -347 ' 

Vg2 = 50 - 85 - 85 -V 

Ia = 2,8 - 5,0 - 5,0 - mA 

Ig2 = 0,9 - 1,5 - 1,5 - mA 

S = 1700 17 2000 20 2000 20 µ.1/V 

Ri = 0,85 >10 0,9 >10 1,0 >10 HR 

sg2g1= 16 — 16 — 16 —

Reo = 5,8 — 7,5 — 7,5 — kQ 

Operating characteristics of the pentode section as 
resistance coupled A.F. amplifier 
Caracteristiques d'utilisation de la partie perthode 
en amplificatrice B.F. k couplage par resistance 
Betriebsdaten des Pentodenteiles als NF—Verstar—
ker mit Widerstandskopplung 
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PHILIPS UAF 42 

This valve can be used without special precautions 
against microphonic effect in circuits in which the 
input voltage Vii 10 mV for an output of 50 mW of the 
output valve 
Ce tube peut etre utilise sans precautions speciales 
contre l'effet microphonique dans des circuits dont 
1a tension d'entree Vi ≥ 10 mV pour une puissance de 
50 mW du tube de sortie 
lliese Rohre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mi-
krophonie verwendet werden in Schaltungen die fur eine 
Eingangsspannung Vi ? 10 mV eine Leistung von 50 mW 
der Endrohre ergeben 

A. Vb = 170 V;Ra =0,22 M9; Rg2 = 0,82 M4;Rk = 2,7 k4 
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B. Vb = 110 V;Ra 0,1 M4; Rg2 = 0,33 MQ;Rk = 1,5 k4 
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c. Vb = 100 V;Ra = 0,22M6; Rg2 = 0,82 MQ;Rk = 2,7 k4 
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UAF 42 PHILIPS 
D. Vb = 100 V; Ra = 0,1 MO; Rg2 = 0,33 MR; Rk = 1,5 k2 

-VR 

(V) 

Ia 

(mA) 

'82 

(mA) 

Vo 
Vi 

dtot (%) 

(Vo=3Veff) 

dtot (~) 

(Vo=5Veff) 

0 0,58 0,21 60 0,9 1,0 

2,5 0,43 0,14 25 2,3 4,5 

5 0,31 0,10 12 3,5 6,0 

7,5 0,21. 0,07 7,5 4,7 8,0 

10 0,14 0,05 5 7,0 11,0 

Limiting values of the pentode section 
Caracteristiques limites de la partie penthode 
Grenzdaten des Pentodenteiles 

Vao 
Va 

Wa

V820 

= max. 550 V 

= max. 250 V 

= max. 2W 

= max. 550 V 

1182 (15 < 2,5 mA) = max. 250 V 

Vg2 (Ia = 5 mA) = max. 125 V 

Wg2 = max. 0,3 W 

Ik = max. 10 mA 

Vg1 (Igt = +0,3 µA) = max. -1,3 V 

Rg1 = max. 3 MO 

Rg3 = max. 3 MO 

Rkf = max. 20 kO 

Vkf = max. 150 V 

Limiting values of the diode section 
Caracteristiques limites de la partie diode 
Grenzdaten des Diodenteiles 

Vdinvp 
Id 

Idp 
Rkf 

Vkf 

= max. 350 V 

= max. 0,8 mA 

= max. 5 mA 

= max. 20 kQ 

= max. 150 V 

7Z2 0304 4. 


